
156 한국진공학회

S-P02

중에너지 이온 산란을 이용한 의Al Alq3로의 침투 분석
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유기물 전자 소자는 산업적으로 뿐만 아니라 학문적으로도 관심을 끌고 있는 분야이다 예.
를 들어 는 이미 평면 디스플레이 분야에 있어 성숙화의 단계에 도달해 있다 대부분의OLED .
유기물 전자 소자에 있어 금속 유기물 계면의 형성은 반드시 필요하므로 금속 유기물 계면에- -
관한 연구는 유기물 전자 소자의 연구에 있어서 필수적이다.
이미 금속 유기물 계면에 관한 많은 연구가 진행되었고 이러한 계면의 전자 구조의 변화와- ,

화학적 반응이 소자에 영향을 끼침이 알려졌다 이 중 한 연구에 따르면 유기물 층 위에 금속.
전극을 증착시킬 때 일부가 침투해 들어감을 추측하였다 하지만 지금까지 그 것을 직접적으, .
로 밝힌 경우는 없다.
본 연구에서는 중에너지 이온 산란 을 이용하여 대표적(medium energy ion scattering, MEIS)

인 전극 물질인 이Al Alq3 위에 증착될 때 초기 단계에 대해 연구하고 약 단위로 깊이, 1 nm
분포에 대해 조사하였다 그 결과 은 특정 깊이에서 최고 농도값을 보임을 알 수 있었다. , Al .




